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はじめに：Schottky Barrier Source/Drain MOSFET(SB-MOSFET)は、従来の拡散層ソース・ドレインの
MOSFET と比べ極浅のソース・ドレイン接合が形成可能で短チャネル特性の向上が期待できることな
どから将来の極微細 MOSFET の候補として期待されている。しかしながら SB-MOSFET では、Metal/Si
界面にできるショットキー障壁により駆動電流が低下してしまうため、障壁高さの低減が求められる。
今回、様々な異種金属挿入によって障壁変調効果を実現するとともに、この異種金属挿入技術を用いて
SB-MOSFET の作製を行ったので報告する。 
実験：あらかじめ拡散層及び酸化膜が形成されている p-Si(100)基板に対し、スパッタ法により W を
60nm 堆積しドライエッチングによってゲート電極を形成した。その後スパッタ法を用いて異種金属(Er
等)を堆積し、続いて Ni(12nm)を堆積した後、フォーミングガス(N2:H2=97:3)雰囲気中 RTA(600℃、60
秒間)でシリサイド化を行った。その後、金属除去、Al配線およびフォーミングガスアニーリング(420℃、
30 分間)を行った。作製したトランジスタの模式図を Fig.1 に示す。 
結果：異種金属挿入時の特性の一例として Fig.2 に Er 挿入ありと Er 挿入無しの NiSi SB-MOSFET の
Id-Vd 特性を示す。Er 挿入によってオン電流の増加が見られた。これはショットキーダイオードにおい
て Er 界面層があった場合、Er 界面層が無い場合に比べ電子に対するショットキー障壁が 0.1eV 低くな
ることによるものと思われる[1]。異種金属挿入によるショットキー障壁変調効果により SB-MOSFET
のオン電流が増加したことを確認した。 
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Fig.1. The structure of SB-MOSFET 

 Fig.2.Id-Vd characteristics of NiSi 
SB-NMOS with and without Er interlayer 
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